Schaltkreis

U 6264 DG
vorliufige technische Daten

Hersteller: VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA

Statischer 64-KBit-Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (sRAM)
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Organisgation = 8192 x 8 Bit
= Bidirektional¢ Ein- und Ausgiinge
= Tristate-Ausgangratufen

Ein- und Ausglnge TTL-kompatibel

Betriebsspannung U,, = 5 V + 10%

Datenerhalt bis Uppg = 2 V (Schlafzustand)

Technologie CUMOS-8GT

Bauform Gehduse ATNF nach TGL 26 713/02, Flast
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Bild 1: GehHuse
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Der Schaltkrels U 6264 DG ist elin atatischer Schreib-Lese-3Speicher mit wahlfreiem Zugriff in der
Organisationsform 8192 Worte zu 8 Bit (8 KByte). Die Schaltkreise aind fiir den Einsetz in Gerdten
der Detenverarbeitung, der Automatisierungetechnik und der kommerziellen Elektronik bestimmt.

Auf Grund inrer geringen Leistungssufnehme sind sie besonders fiir batteriegepufferte und tragbare
Geréite geeignet.

Iyp CEi-Zugriffszeit Art

U 6264 DGOS 55 ns - . (8elektionstyp)
U 6264 DGOY 70 na (Grundtyp)

U 6264 DG10 100 ns {Anfalltyp)
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Punktionsbeschreibung

Der Schaltkreis hat die Organisationsform 8192 Worte zu 8 Bit. Er besltst Redundanz, dle keinen
EinfluB suf die elektrischen Kennwerte hat.

Der Schaltkreis wird mit der H/L=Flanke von {BE1 bzw. der L/H-Flanke wvon CBE2 sktiviert. Gleichzeitig
werden die AdreB- und Steuereinginge getffnet. Je nach Information an WE und OF sind die Datenein-
gilnge oder -musginge sktiv. Im ausgewiihlten Zustand des Schaltkreises (CE1 = I und CE2 = H) 1l8st
jede Adresseninderung einen neuen Lese- oder Schreibzyklus aus.

Beim Lesen (CE7 = L, CB2 = H, WE = H) gelengt die Informetion eus den Zellen bis zu den Datenaus-
gengsstufen (internes Lesen). Mit der H/L-Flanke von OE werden die Datenausginge aktiviert und die
Information liegt niederohmig an den Datenausgingen DQO bis DQT7 an. Durch dieses Signal kann die
Zugriffszeit verkiirat werden und der exterme Datenbus steht nach der Aktivierung des Schaltkreises
zur Dateniibertragung noch zur Verfligung.

Beim Schreiben (CE1 = L, CB2 = H, WE = L) wird die an den Dateneingiingen DQC bis DQ7 enliegende In-
formation in die adressierten B Zellen geschrieben. Der Schreibzyklus wird mit der 1/H-Flanke von

CE1 oder der H/L=-Flanke von CE2 oder der L/H-Flanke von WE beendet.

Fiir alle Typen wird der Detenerhalt bis U,, = 2 V (Schlafzustand) mit geringem Schlafstrom garantiert.
Im Schlafzustend muB der Scheltkreis durch CET = H oder CE2 = L insktiviert werden. Nach Beendigung
des Schlafzustandes [UGG > 4,5 V) ist filir die internen Vorladungen die Einhaltung der Zeit tnvnx
notwendig.

Die einzelnen Betriebsarten zeigt die folgende Tabelle.

Betriebsart CE3l CE2 WE OE Datenanschliisse
nicht ausgewihlt L L -
H " . hochohmig

Internes Lesen L H H B hochohmipg

Lesen L H H L Datenausginge
niederchmig

Schreiben L H L ¥ Detensusginge
hochohmig

# = Zustand beliebip

Zéitdiﬂgrumnﬂ (siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7)

Signale TFlanken

I - Dateneingeng I = Ubergang nach 1!

G = Datenausgang L = Ubergang nach L

C1 = CE1 Vv = Ubergeng in giltigen Zustend

g2 - CE2 X = Ubergang in ungliltigen Zustend oder
Q - OF beliebigen Zustand

W - WE Z = Ubergang in hochohmigen Zustend

Flenkenenstiegs- und Flenkenabfallzeit tgry = tqyy, < 5 ns

Flir die Disgramme Schreibsyklus 1, 2 und 3 gilt folgende Anmerkung:

Wenn WE, 0E, CE1 und CE2 wihrend dieser Periode im Lesemodua sind, befinden sich die Datensusgiinge
im niederchmigen Zustend, und es ist nicht zuldssig,inverse bBingangsdaten anzulegen.



Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf Ugg =0V (Masse) zu beziehen.

Kurzzeichen min. max. Einheit
Betriebsspannung Use -0,3 7,0 v
Spannung an allen ein- U -0,3 U + 0,5 v
fachen und bidirektions-  © ) e
len Eingiingen :
Gesamtverlust- Piot ' - | W

leistung

Betriebsb

Alle Spannungen sind suf Ugg = 0 V (Masse) zu beziehen. Die Behandlungsvorachriften fiir MOS-Schalt-
kreise sind einzuhelten.
Ein KurzschluB zwischen aktiven Ausgingen und Masse oder Betriebsspannung ist nicht zuldssig.

Allgemeine Betriebsbedingungen

" Kurzzeichen min, typ. mex, Einheit
Betriebsspennung - Uge . 4,5 5,0 5,5 v
Betriebsspannung im U 2,0 - : - v
Schlafzustand 008 ’

L-Eingangsspammung UII- -0,3 - 0,8 1) v
H-Eingengsspamung Uy 2,2 - & ' Ugg * @3V
Umgebungstemperatur 4#;’ -25 - 85 %
Verzdgerung Adressen-

wechsel/Ausgang Tavex B - 10 =
aktiv

‘Verztgerung CE1 t - - 10 ns y
Ausgang aktiv C1LQX

Verzigerung CE2 t - - 10 ns
Ausgang aktiv CeHQK :

Verztgerung OF t - - 5 ns
Ausgang aktiv OLQX

Verzige WE tynex ' - - 5 ns

Ausgang aktiv
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Zypebhiingige Betriebsbedingungen

min.
U 6264
Kurzzeichen DGO5 DGOT DG10 Einheit
Zykluszeit tl-'ﬂl 5% TO 100 ns
0E1-L-Impul sdauer toinctn 50 65 90 ns
CE2=-H=-Impulsdauer toonoor, 50 65 90 nas
[ ]
Adressenvorhaltezeit t:.m
gegenliber Schreibende ol 50 65 90 ns
tavean
Datenvorhaltezeit L —
gegenliber Schreibende v ; 30 15 40 _—
*pvear
Datenhaltezeit nach e
Schreibende e o o 0 -~
teotnz
WE=L-Impulsdauer LW 40 50 70 ne
Adreassenvorbaltezeit t 1
ﬁggnnﬂhnr Schreib= tAvWL
ang AVCIL
taveen
Erholzeit nech Schreib=-
zyklus Yumax
tc1HAI ¥ 0 0 ] ns
toorax
Zeit von Schaltkreis~ ~ 23
aktivierung bils C1HUL . 2
Sohlafzustand tooroL )

Erholzeit nach 3
Schlafzustand ‘ume1L 33
byncen Tavax

. max,

U 6264
Rurzzeichen DGOS DGOT DG10 Einheit

Adressenzugriffszeit tj.‘i'Q?
Ei-Zugriftazeit —— 55 70 100 ns*)
CE2=Zugriffazeit . tﬂﬂﬂf-}\'
Dynamische Strom=- 120 mA
aufnahme Teco
OE-Zugriffszeit t 35 40 50 ns
Verztgerung CE2 nach teonaz 20 25 35 ns

L, Ausgang hochohmig

Wegen der hichsten Prioritéit der CE-Eingiingé werden die Abschaltzeiten
toimqz, ‘wiqz V™ topgg der Zeit tpoyo, gleichgesetzt. .

1}31.&1;. eii?ulm Unterachreitung bis -2 V fiir die Dauer von 10 ns innerhalb einer Zykluszeit iast
& a - m

2)yL - Abainken der Betriebsspennung
= Ansteigen der Betriebsspannung
Neg = 425 ¥



Eepngrifen
Hpreazeichen min. max. BEinheit
L-Ausgangsspannung u - Oy v
oL
uGc = #’5 Y
Iﬂ = 3|2rm
H-Ausgangsspannung You 2,4 - v
u.cc - 4,5 ¥
I =~1,0m
Stromeufnshme im 1 - 100 uh
Ruhesustand COR /
Ucc - 5;5 ¥
Stromaufnahme im Inps - 10 fuh
Schlafzustand
Eingangsleckatrom 1 =2 ] uwh
einfacher Eingiinge LI /
“cc = 5’5 v
Eingangsleckstrom Tox =10 10 fuh
bidirektionsler
Eingiinge
Upg = 5,5 V
HI =0V -
Uy =0V oder 5,5 V
. Eingengskapazitit GI - 10 pF
V) =25°%
£ avax .
R T }I(
tavay
; 1] ¥ P
Ml - L aay EE
Wihrend des Letesykius  WE=H; CEI=0F = Uy ; CEZ = Uny Bild 4: Lesezyklus 1
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Bild 5: Leaezyklus 2
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Anm.’s

Wenn WE, OE, CB1 und CF2 wihrend dieser Periopde
im Lesemodus pind, bvefinden sich die Datensus-
ghinge im niederchmigen Zustand, und es ist nicht
zullissig, die digitel entgegengesetzten Zingangs-

§ daten anszulegen.

Bild 6: Schrelbzyklus 1 (WE gesteuert)
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8. Anm, Pild 6
Bild 7: Schreibsyklus 2 (GE1 gesteuert)

8. Anm, Bild &

Bild 8: Schreibzyklus 3 (CE? gesteuert)



 Schlafzustand
W5V -
| \\ees = 2V ‘
22V Uecs -02V 3 Ugrs & Uecs+ 03V
fomw L fuucn
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UEEZS'E Uggs - 02V oder UCE!F So02v

-~ - Bild 9: Schlafrustand 1 (CE1 gesteuert)
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Bild 10: Schlafgustand 2 (CE2 gesteuert)
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